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Baccalauréat STI Génie électronique ' Session 1998
Epreuve N°5: Etude d'un Systéme - Oral de controle

I- EXPRESSION DU BESOIN

L’hémodialyse permet de palier au dysfonctionnement des reins. Elle permet de filtrer le sang
pour en extraire les impuretés et I’eau que les malades n’ont pu éliminer.

- Un certain nombre d’hépitaux disposent de service de dialyse ou les patients viennent trois ou
quatre fois par semaine pour étre reliés a un rein artificiel,

Un service de dialyse est constitué du personnel soignant (médecins urologues, infirmiéres) de
moniteurs générateurs d’hémodialyse et de tout le matériel nécessaire pour assurer le confort
du malade pendant les quatre heures que dure I’hémodialyse.

II-PRESENTATION DE L’OBJET TECHNIQUE

Diagramme sagittal: figure |
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Fonction d'usage
Assistance 4 la purification du sang d’un malade atteint d’un dysfonctionnement des reins, par
un organe extérieur au corps humain.

Principe de la dialyse: figure 2

Le malade est raccordé au rein artificiel (dialyseur) comportant une membrane semi-perméable
par I'intermédiaire d’un kit de tubulures jetables, I’apparéil pompe le sang (impur) dans une
artére selon un débit pré-réglé par le médecin afin de réaliser une circulation extra-corporelle.
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Epreuve N°5: Etude d’un Systeme Technique '

Le sang du patient et une solution composite (dialysat) circulent de part et d’autre de la
membrane de dialyse semi-permeéable. Les impuretés et le surplus d’eau contenus dans le sang
passent a travers la membrane vers le dialysat et sont évacués. :

La membrane semi-perméable (figure 3) en présence d’une solution peut-étre traversée par
certaines molécules et non par d’autres. La perméabilité de la membrane de dialyse s’effectue
" par :
+ diffusion c’est a dire un transfert moléculaire sous I'effet d’une dlfference de concentré.
des solutions.
+ ultrafiltration c’est & dire un transfert sous I’effet d’une pressmn

Un certain nombre de contréles sont effectués sur le sang purifié avant qu’il ne soit réinjecté
dans une veine, notamment on vérifie qu’il ne conttent pas de bulles d’air, ce qui serait fatal au
patient. En cas de probleme, la circulation du sang dans le moniteur générateur d’hémodialyse
est immeédiatement stoppée et des alarmes sont activées.

Evacuation
du liquide

...... Sfigure 2
Tubulure
. ’

Membrane )

de dialyse

Structure de

soutien
Sang




Baccalauréat STI Génie électronique Session 1998
Epreuve N°5: Etude d'un Systeme Technique

II1- ETUDE FONCTIONNELLE

Schéma fonctionnel de niveau 2: figure 4
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figure 4
L’étude portera sur la partie mise en circulation du sang.

Schéma fonctionnel de ler degré de la fonction mise en circulation du sang: figure 5
(page suivante).

Page DT3



Session 1998

enie électronique

Baccalauréat STI G

Epreuve N°5: Etude d'un Systeme Technique

vd

’ Asy €
AQL+ € ==
ASl+ €=
ST~
spiod ap apag- JyoLe g
e op sdwag - Rl SUQLINHLIQ)UT
sunduus uoissalg- e
Bues np Q- < €
STONOS 13 sadeyoyy
SITENSIA OINT
FusLIULNG-
uoIsuaLINg-
[2J3AN03 Np UoI)ise]-
ISSANA -
6dd tdd N0 OuNI
- - ]
uoIe[N U
indug Sueg €°
dues np Bues e aduiod ap
sndun adeduteg Ihajow up
it w:um. ] (— ISHNAC[PD e
uonem3ay 9552114 2UBIsu0)
A - --
- FLETL NI,
Juueje aunp —— 1

Jueaywidis 20uos judiy <«

{(saanjngmy

Sop uoyousqo)
$31UN93s ap sdwepa
S2p 21MAULI, |

sauue|e
Sap ey, [

SULIER 53p
" spnejuasaadas

sanbujagy xneudig

$dd

anbugwinu
JudUIIIRI |

ANILVYIJO SANDISNOD |

... anbupaz
adrug
bdd
€ sousisuo soudision {7
. sop uoiisinboy
tdd
e - sssnowynep
v UcLoN(]
tdd
e aumgues vosssard ||
TTVHA ef ap uohistbay
SdVA
‘NOISSTYd
Tdd
.A T P
sevdhy PMOWINEN 2P e
INGOP NP U01I319(]

spod ap aeg-

255¥Q 12 2Iney
uoissaud ap sjinog-
WIWRNE NP 22uN(]-
Jues np ngeQ-

andure
[pugue Suey

re D

Sigu

Page DT4



MONITEUR GENERATEUR D’HEMODIALY SE

MONITRAL SC30

ETUDE DE LA PARTIE ELECTRONIQUE
étude des fonctions principales FP2, FP5, FP7 et FPS

durée 4H30

Travail a réaliser: Pages Q1 a Q11

Feuilles-réponse: Pages FR1 a FR4

Les 4 feuilles-réponse sont a rendre avec votre copie,
meéme s1 vous ne les complétez pas toutes.
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Epreuve N°5: Etude d’un Systéme Technique durée 6h coefficient 8 '

Remarques:

@ Les cing parties du sujet sont indépendantes.

@ Temps de passage conseillé:

I- Exploitation du dossier de pésentation: environ 15 mn
II- Etude de FP2: environ 2 H

- II- Ftude de FP5: C environ 1 H
IV- Etude de FP7: environ 30 mn
V- Etude de FP8: ‘ environ 30 mn

& Pour chaque réponse ot l'on vous demande de calculer un paramétre, vous donnerez
toujours ['expression litiérale avant de faire I'application numérique.

& Toutes vos réponses doivent étre justifiées.
@ Respectez bien la numérotation des questions pour répondre sur votre copie.

@ Conventions adoptées pour toutes les fonctions.

DIODE SIGNAL

=
=
A 4

r V=0, 6V Vai

AMPLIFICATEUR LINEAIRE INTEGRE
+VCC

I T
—— . 0

lgerr

I.=I_=0: résistance de sortie nulle
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Epreuve N°5: Etude d’un Systéme Technique durée 6h coefficient 8

I- EXPLOITATION DU DOSSIER DE PRESENTATION

I.1- Quel est le réle de I’hémodialyse?
I.2- Combien de temps dure une séance d’hémodialyse?
1.3- Selon quels principes s’effectuent les échanges a travers la membrane semi-perméable”?

1I- ETUDE DE FP2: ACQUISITION DE LA PRESSION SANGUINE

11.1- Etude fonctionnelle

Le moniteur générateur d’hémodialyse Monitral SC30 est équipe de deux sondes de pression
sanguine: '

& La premiére sonde permet de protéger le patient d’une pression négative trop forte entre
Iaiguille et le corps de pompe a sang (risque d’enfoncement de I’aiguille dans le bras du
patient). Cette mesure de pression est appellée APS, la sonde de pression est placée sur le .
corps de pompe Iui méme. Le seuil d’alarme de la pression APS est réglable de -500 a -150
mmHg (mmHg: millimétre de mercure).

@ La deuxi¢me sonde peut étre utilisée en complément du détecteur APS pour mesurer la
pression avant la pompe. Cette mesure de pression est appelée pré-pompe. Le seuil
d’alarme de la pression pré-pompe est réglable de -450 a -50 mmHg.

Sil'un des deux seuils est atteint, la pompe a sang s’arréte et des alarmes visuelles et sonores
sont déclenchées (la comparaison entre la valeur de pression mesurée et le seuil de pression
programmé se fait au niveau de la fonction FP3).

SCHEMA FONCTIONNEL___ DE ND DEGREDE ¥P2. . .. .

| Mesure de lu pression APS . TTRSAPS:
‘ ' ETINH4 Test du capteur de pression
Y l
Génération dun ' i EIGUT-
VREF courant ETINK Cnnvgrsmn : Amplification VAPS:
constant | prossion/électrique P 3 Sigual électrique
‘ EIOUT+ ’ représentatif de
FS21 F822 - F523 La pression dans
la pompe
A
Sang en circulation dans 1a ligne artérielle
APS VHALL:
Conversion . |SENS [ - _ Signal électique
pressionfblectrique [ ™ Adaptation T2 réprésentatif de
1a pression avant la
F824 |. ’ F825 pompe
. Mesuredela pression Pré| Pompe

fig. 1.
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Epreuve N°5: Etude d’un Systéme Technique durée 6h coefficient 8 '

SCHEMA STRUTUREL DE FP2: Voir page FR1

TRAVAIL A REALISER

I1.1.1- A I'aide du schéma fonctionnel de 2nd degré de FP2 fig. 1, identifier les fonctions
secondaires FS21 4 FS25, en les entourant sur le schéma structurel de FP2 feuille
réponse N°I page FR1

I1.2- Etude structurelle de FS25

D’aprés le schéma structurel de FP2 page FR1 on peut définir le schéma structurel
de FS25 fig. 2. En sortie de FS25, la tension VHALL est aiguillée vers le microcontroleur
68HC11 par I'intermédiaire d’un multiplexeur.

e T ——— e e ——— —

j Fs25 +5V
| o e W
| | ai T
} . +16Y : M H
w T D8 . .
| 0 D R11 VHALL | 1 Micro-
| APSSENS o> controleur
! + 100K - . L0 L 68HC11
| - : 1
1 R30 1l usp 990K va! e
V1 4,7 1 _ ! x
i | u
| i r

. i -

fig. 2. | FS51

TRAVAIL A REALISER '

I1.2.1- Quel ﬁom donne-t-on a la structure réalisée par U3D? Quel est son_réle?
II_2.2- Calculer la relation V,=f{V,) quand Ds et Ds sont bloguées.

11.2.3- Quelle condition faut-il sur V, pour que Ds soit passante‘? En déduire la valeur de V, qui
met en conduction Ds.

I1.2.4- Quelle condition faut-il sur V; pour que Ds soit passante? En déduire la valeur de V,
qui met en conduction D8.

11.2.5- Compléter le chronogramme C1 sur la feuille réponse N°2 page FR2.

I1.2.6- Conclure sur le réle des diodes D5 et Dy?

8 ESEL1 ME page Q3
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Epreuve N°5: Etude d’un Systéme Technique durée 6h coefficient 8 '

I1.3- Etude structurelle de FS21

D’aprés le schéma structurel de FP2 page FR1 on peut définir le schéma structurel de
FS21 fig. 3. AvecR=R19s =R =221 kQ; 2R=R;;=4,42k2.

_tIL' FS22
ETINK+
—--._--

Tref e

TRAVAIL A REALISER

I1.3.1- Quel est le type du transistor Qs? Dessiner son symbole et flécher positivement les
courants Ic, Ip, Ig.

11.3.2- Donner la relation entre ces trois courants.
11.3.3- Soit B = 300 I’amplification en courant du transistor Qs;, démontrer que Ig~Ic.

i . Vi
11.3.4- Sachant que le transistor Qs est conducteur, démontrer que I,; = : reﬁ |
: X

I1..3.5- Déduire des résultats précédents la valeur du courant Iref

I1.3.6- Justifier le nom donné 4 la fonction FS21.

11.4- Etude structurelle de FS23.

" D’aprés le schéma structurel de FP2 page FR1, si on se place dans les conditions suivantes:
% nous ne sommes pas en mode test (Qy est bloqué)
@ les straps W5, W2 et W, sont fermés
@ A la fréquence de travail, les condensateurs se comportent comme des
interrupteurs ouverts.
on peut définir le schéma structurel partiel de FS23 fig. 4.

8 ESEL1 ME page Q4



Baccalauréat STI Génie électronique Session 1998
Epreuve N°5: Etude d’un Systéme Technique durée 6h coefficient 8

-165V
RA Rsz— R39 = IOOkQ ZRA— R43 R.31 - 200](9, T
Rs = Rss =Ry3 = 47,5kQ);
IORB = Rjﬁ = R.s = 4751{9,
Rc = R.5+2RN] = 147,44kQ,
RD = R9+2RN1 = 2,87kQ
BD | }grp
10RB
ETOUT- Ra 2RA
[rem—— o |
: Ll e—— R l%v
-+ 15Y : .
T ‘ Y
ETOUT+ - 4 + =
RA L U3 10RB a V4
ET+ 2RA Vi 15V Vo V3
7777 R
fig. 4.
TRAVAIL A REALISER

I1.4.1- Déterminer la relation V, = f(ET, ,ET ), mettre votre résultat sous la forme
V, =ax(ET, - ET ). Calculer la valeur numérique de a.

IT:4.2- Donner un nom 3 la structure réalisée par U3B et les résistances R, associées.

I1.4 3- Déterminer la relation V, = f(ET, ,ET ), mettre votre résultat sous la forme
V,=bx(ET. - ET ). Calculer la valeur numeérnique de b.

11.4.4- Soit Emy, Ry le générateur équivalent de Thévenin vu des bornes AM, voir fig. 4 et
fig. 5:

M 11.4.4.1- Déterminer I’expressxon de Ery et donner sa valeur

numeérique.
RTH A

I1.4.4.2- Déterminer I’ expressmn de Ry et donner sa valeur
ETH numenque

fig. 5.

8 ESEL1 ME page Q5



Baccalauréat STI Génie électronique ~ Session 1998
Epreuve N°5: Etude d’un Systeme Technique durée 6h coefficient 8

I1.4.5- Ayant défini le générateur équivalent de Thévenin vu de AM, on peut dessiner le
schéma structurel partiel de FS23 fig.6:

RTH A RB

ETH ' '
'La diode D, est passante quand

V3> 0V, elle est bloquée dans
ie cas contraire.

fig. 6.

I1.4.5.1- Compléter, sur Ia feuille réponse N°2 page FR2, les deux premiéres lignes du
tableau T1 définissant I’état de la diode D; en fonction du signe de
(ET, - ET).

I1.4.5.2- Soit (ET. —ET )>0:
a- Déterminer la relation V, = f(V}).
b- En déduire la relation V, = f(ET, ,ET ), mettre votre résultat sous la forme
V, =K, x(ET, — ET )+ C. Calculer les valeurs numériques de K, et C.

11.4.53- Soit (ET. -ET )<0:
a- Déterminer la relation V, = f(V,, Erm).
b- En déduire la relation ¥, = f(ET,,ET ), mettre votre résultat sous la forme
V, =K, x(ET_ - ET_)+ D. Calculer les valeurs numériques de K, et D.

I1.4.5 4- Reporter vos résultats sur la derniere ligne du tableau T1 feuille réponse N°2
page FR2.

I1.4.6- La consigne de pression APS est de -100 mmHg, ce qui correspond a une différence de
potentiel (ET, — ET ) =21 . Calculer dans ce cas la valeur numérique de la tension V,.

8 ESEL1 ME page Q6



Baccalauréat STI Génie électronique
Epreuve N°5: Etude d’un Systéme Technique durée 6h coefficient 8

Session 1998

III- ETUDE DE FP5 : TRAITEMENT NUMERIQUE

II1.1- Etude fonctionnelle

La fonction FP5 est 'unité de traitement du moniteur générateur d’hémodialyse. Elle est
composée d’un systéme microprogrammeé autour du microcontréleur 68HC11 (Ue) et de son

environnement.
KICQ. . X/CT
| e AR 2 Y
Y/CO0. Y/CT a
] ‘ |_Zico.2/CT
Décodage ’
d'adresses RAMTE oS L
1ag als Mémorisation
3 AD.AT du programme
EPROM/C
FSS2 ?.-,ﬁw&&\!}.\. D0. D7 FS53
-vwwwva E
i
. = cs
Microcontrdleur A8 ACLS | Busdudresseshmdes : W as a5 Mémorisation
o : A0 A7 des données
0.ADC7 ) i
FSsi . Bus d'adresses/données é; DO0.D7
Bl 4 _ FS54
Demultlplexage‘ ACD ACT
adresses / données [ao i
FS55 .
Bus dentrées/sorties
>
Fig. 8.

, | IIL.2- Etude structurelle de FS51 |

TRAVAIL A REALISER

II1.2.1- Indiquer le role du composant U,;: 74HC4052 (schéma structurel page AN2,
documentation jointe page ANS).

I11.2.2- Indiquez dans le tableau T2 sur la feuille réponse n°® 3 .pagé FR3 les niveaux logiques a
appliquer sur les broches INH, A et B de Uy, pour obtenir le signal V aps sur la broche
PE3 de U,s: 68HC11et le signal Vyarr, sur la broche PE7.

II1.2.3- Quelle est la technologie du composant Us,?

8 ESEL1 ME
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Epreuve N°S5: Etude d’un Systéeme Technique duree 6h coefficient 8

I11.3- Etude structurelle de FS33 et FS34
SCHEMA STRUCTUREL DE FP5: Voir page AN1 et AN2.
Le composant U,: 27C1001 est une EPROM. Le composant Us: 4364 est une RAM.
TRAVAIL A REALISER
1m.3.1- Iﬁdiquer ce ciue signifie le terme ROM et de quel type de mémoire il s’agit.

II1.3.2- A partir du schéma structurel, déterminer la capacité de "EPROM U, en bits. Exprimer
ensuite votre résultat en méga-bits. Justifier vos réponses.

II1.3.3- Indiquer ce que signifie le terme RAM et de quel type de mémoire il s’agit.

II1.3.4- A partir du schéma structurel, déterminer la capacité de la RAM U; en octets.
Exprimer ensuite votre résultat en kilo-octets. Justifier vos réponses.

I11.4- Etude structurelle de FS52

Le circuit programmable U;: GAL16V8 réalise le décodage d’adresse. Les sorties
"RAM/C, CS1/C, CS2/C, CS83/Crépondent aux équations suivantes:

"RAM/C=ECesACI5sACl4*ACI3

CSl/C =ECeAC15¢ AC14¢ ACI13¢ AC12¢ AC112 AC10e ACS ¢ ACS

CS2/C=ECe AC152 ACI14¢ACI130¢ACI2e¢ AC11e AC10e AC9e ACS

CS3/C=ECeAC15¢ AC148 AC13s AC12¢ AC11¢ AC10e AC9 » AC8

RAM / C permet de sélectionner la RAM Us.

CS1/C permet de sélectionner le décodeur DECX Us,.
CS2/ C permet de sélectionner le décodeur DECY Uy,
CS3/ C permet de sélectionner le décodeur DECZ Ujs.

Les signaux RAM /C, CS1/C, CS2/C, CS83/C sont actifs au niveau logique 0.

EC est une sortie du microcontrdleur U,s: 68HC11, vous considérerez que EC est positionné
en permanence au niveau logique 1.

TRAVAIL A REALISER

II1.4.1- Compléter le tableau mémoire T3 sur la feuille réponse N°3 page FR3. Indiquer pour
chaque composant I’adresse de début et I’adresse de fin en hexadécimale.

8 ESEL1 ME page Q8
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Epreuve N°5: Etude d’un Systéeme Technique durée 6h coefficient 8

Le signal Z/CO qui sélectionne le composant Uss: AD7528 (voir schéma structurel page AN1)
est généré par le décodeur DECZ U,s: 74HC138 (voir schéma structurel page AN2).

I11.4.2- Compléter le tablean T4 de la feuille réponse n°3 page FR3 en indiguant le niveau
logique a positionner sur chaque entrée de U,s: 74HC138 (documentation jointe page
AN4) pour positionner la sortie Z/CO au niveau logique 0.

I11.4.3- A partir du tableau mémoire T3 et du tableau T4, donner en hexadécimale I’adresse du
composant Us3 . AD7528. Justifier votre réponse.

IV- ETUDE DE FP7 : REGULATION DE LA VITESSE DU
MOTEUR DE POMPE A SANG -

IV.1- Etude fonctionnelle.

Le moniteur générateur d’hémodialyse Monitral SC30 est équipé d’une pompe permettant la
mise en circulation extra-corporelle du sang. Le débit du sang est réglé suivant I’avis du
médecin. La pompe est entrainée par un moteur ¢lectrique.

Caractéristiques :

# Vitesse de rotation : 0 & 70 tours/mn :
@ Debit maximum a 70 tours/mn : 700 m/mn (avec un corps de pompe de 8 mm de &
intérieur) '
La fonction FP7 permet de contrdler la vitesse de rotation de la pompe pour un débit

sélectionné et de réguler électroniquement la vitesse de la pompe quelle que soit la variation du
couple.

SCHEMA FONCTIONNEL DE 2ND DEGRE DE FP7:

) Co . Commande en
Consigne nvertion «|  Amplification puissance du moteur |—> Vers FP9
vitesse Numénque / e en tension
analogique FS73
FST1 k872 J
Détection de
) <
surtension Fstal
Détection de
surintensité
Informati%ns £879
pornpe | Mesuredeln P dc FP9
vitesse de rotation Fs7d ‘
Détection de la position de FP9
du couvercle —
Fig. 7
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Baccalauréat STI Geénie électronique ‘ Session 1998
Epreuve N°5: Etude d’un Systéme Technique durée 6h coefficient 8

I1V.2- Etude structurelle de FS71

SCHEMA STRUCTUREL DE FS871: Voir page AN1

Soit Vour la tension entre les bornes D/ASETA et la masse. La tension de référence (Vi) est
de +5V.

TRAVAIL A REALISER _
IV.2.1- Quelle est 1a fonction du composant U53: AD7528 (documentation jointe page AN3)?

IV.2.2- Donner la résolution n de ’AD7528.

IV.2.3- Extraire de la documentation constructeur de I’AD7528 I'expression de 1LSB ou
quantum. Calculer sa valeur.

IV.2.4- Quelle est la valeur de la tension Vour pour une donnée d’entrée égale & 1000 0001,

IV 2.5- Extraire de la documentation constructeur de '’ AD7528 le temps de propagation du
composant (temps nécessaire pour obtenir 90% du courant de sortie) a TA = 25°C.

IV .2.6- Pour un débit moyen Vour= -2,5V, donner dans ce cas la valeur binaire du mot DBO a
DB7 et le niveau logique a positionner sur I’entrée A/B de 'AD7528.

V- ETUDE DE FP8 : AFFICHAGE

Cette fonction permet I"affichage d’informations qui indiquent le débit du sang, la pression
sangumc le temps de traitement restant, la perte de po:ds programmée, le début de traitement
ainsi que le déclenchement d’alarmes.

Nous étudierons ici I’affichage de début de traitement et des alarmes.

SCHEMA STRUCTUREL PARTIEL DE FP8: Voir page AN1

Les Leds rouges repérées LD, .. LD, (situées sur la face avant de I’appareil) signalent une
alarme ou une hémodialyse en cours:

& LD1 témoin de pression maximale,

@ LD2 témoin de pression minimale,

@ LD3 témoin de traitement en cours,

@ LD4 témoin de détection d’air.

8 ESELT ME page Q10
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Epreuve N°5: Etude d’un Systéme Technique durée 6h coefficient 8

TRAVAIL A REALISER

V.1- Compléter le chronogramme C3 sur la feuille réponse n° 4 page FR4. On considere a t=0s
que la donnée présente sur les sorties Q; ... Qp du composant Us, 74HC374
(documentation jointe page AN4) est 4 en hexadecnmal On négligera les temps de
propagation dans le composant.

V 2- Indiquer la signification des témoins allumés
On souhaite un courant de 5 mA traversant les LEDs LD1 & LD4 pour obtenir un éclairement
relatif d’environ 0,125,
Les caractéristiques électriques du 74HC374 sont :
: VOHmin = 3,84V VoLm = 0,1V IOHm,,,-_ =-15mA

V.3- A l'aide de la documentation constructeur de la LED page ANS5, déterminer la tension Vg
aux bornes de la LED dans les conditions de fonctionnement citées ci-dessus.

V 4- Justifier la valeur des résistances Rg, Ry, Rs et Ri.

V.5- En choisissant une autre valeur pour les résisitances Rg, Ry, Rs et R, aurait-il été possible
d’obtenir un éclairement relatif de 1?7 Justifier votre réponse.
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FEUILLE REPONSE N°I1

Question [1.1.1
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FEUILLE REPONSE N°2

Cl: Question I1.2.5

Ks)

D8

Passante ‘P

Bloquée ' >
R

Passante -

Bloquée . : >
A V2 (V)
14 |"
22r
10 -

= A
7 T

T1: Questions [1.4.5.1 et 114 5.4

(ET. ~ET)>0 (ET. —ET )<0
Signe de V3: > 0 ou <0
Etat de D1: bloquée ou passante
V,= f(ET. —ET ) Vo= . x(ET, —ET)+.... | V, = .x(ET. ~EL)+.....
Val K
aleur de K, Aur de K,
Valeur de C |
i Valeur de D
8 ESEL1 ME page FR2
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FEUILLE REPONSE N°3

T2: Ouestion IIL2.2

INH A B
T3: Question I11.4.1
ACLI5 [ AC14 [ ACI3 1 ACI27ACIT | ACI0 | AC9 |ACBFACT | AC6 | ACS | AC4 JAC3 | AC2 | ACL1 | ACO Adresse
. Hex
RAM
RAM
DEC X
DEC X
DECY v
DECY
DEC Z
DECZ
T4: Question [11.4.2
AC2 ACl ACO Gl G2A G2B Sortie
broche 3 broche 2 broche 1 broche 6 broche 4 broche 5 sélectionnée
Z/C0
8 ESEL1 ME page FR3
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FEUILLE REPONSE N°4

C3: Question V.1

ADOCO A

] . >
ADOCI A : tms)
0 ' )t(
ADOC2 A ms)
5 ' _ >t(
ADOC3 A o ms)
] ‘ _ )t(
X/c4 A ms)
q . ' >
LDI A - tims)
allumeéer
LD2 A ms)
alluméet- '
éteinte i . >
LD3 A 7 o
allumée|-
éteinte ‘ : . ) t{ms)'
LD4 A |
allumeée— . .
étcintcl ‘ ‘ )t(ms)
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AD7528  Double convei‘tisseur numérique/analogique 8 bits

avec tampon - CMOS
Viek : -1 lcat:‘ Vo
lt'EWl ' Sélection du bolier \ f
—20
n o w
::;""7‘ ‘ [ ’::“ T | Y ‘?\ u e
Données L Tampon en 2 c -— 0
d’entrée wc7:> ontrbe $ Yo w"}‘m 2 ~ ) . - \
e————y
f . l—>"'°""" - Y )
R | = = 0
0 MW JN |
é m:‘«f '——1 1y M _ I-—tu 'n'-— e
| — | =™ %u Données (DBO-DBT) o domnbes tatie k
Verrou :> ] )_J Te [
e "
= ) =
om0 £ A Contenu du verrou Sortie analogique
Note 11, R2 ot R3, R4 o st uiisdes qum sl un sisstomem dampie. & MSB LSB (DAC Ay, DACB,
fication est nécessairs. Voir tableau des valeurs recommendées. et
Euabi ' austemant & ampMicaion sve une entbe digila de 255, =iV 255
Care brs o [ iaston d wmpAatan euts Wekse s o o 11111111 V’N(ZSSJ
bruits de fond et osciltations.
129
1000000t ‘VIN(Eg)
Tableau de sélection des modes
: v (128 Yy
DACADACB] © | WR | DACA DAC B 10000000 v"\’(ZSG)' 2
B B | B Ecriture | Maintien ' _v.fl2t
H B 8 Maintien Ecriture 011 11111 IN 25
X H ; X Maintien Maintien v 1
X X | H Maintion | Maintien _ 00000001 ~Vivl 356
B: état Bas ; M : é1at Haut ; X : non pris en compte 0
: -Vinl === |=0
00000000 v 256 |
- 1
Note: 1 LSB = (27%)(Vyy) = 755 (Viv)
Caractéristiques électriques
Temps d'établissement WE=CS=0V
du courant en sortie OUTA = OUTB Ta = 25°C 180 ns
pour 1/2 LSB ) Load = 100Q Ta = Tuinw @ Tuax 200
Cexyr = 13pF .
Délai de propagation WR=CS =0V .
(A partir de |'entrée digitale OUTA = OUTB Ta = 25°C - 80 ns
jusqu'a 90 % du courant Load = 100Q Ta = Tuwn & Tuax 100
de sortie analogique final) Cex = 13pF
1 Impulsion transitoire digital Pour transition -
vers analogique du code 00000000 & 11111111 125 nv-sec
Entrée AC VgerA = 210V
{VaerA vers OUTA) 100 kHz onde sinusoidale T, = 25°C =70 | 4B
VREFB =0V TA = TMIN ATW -65
Entrée AC ‘ “ | VpeeB = 210V
(VResB vers OUTB) 100 kHz onde sinusoidale T, = 25°C -7 48
. . VHEFA - OV TA = TMlN QTW "65

-Baccalauréat STI Génie électronique
Epreuve N°5: Etude d’un Systéme Technique durée 6h coefficient 8
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74HC138 Décodeur-démultiplexeur 3 vers 8
Boitier DIL 16 - V- 16- GND §

!
1
Symbole logique
L e oprtBly m_ | o of=l18 o
I I N LN 7 "y N N
= i, W |, T thetn L,
3 Lﬂv; 3 hﬁvg
T aptlty i} SSELEA
PTEL . st [YpL . o v
2oa Lt o EN M L Saadlrg [} ¥s
Ern 2 _rad I L Ton ¥l ’ “
Table de vérité Entrées Sartles
Vaildation|  Selection
Gt G2°/ C B A |[Yo Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 YB8 VY7
X H|X X X]H H H H H - H H H
L X|[x x X|{H H H H H H H H
H L|L t tfL H# H H H H H H
H LIt L H|H L H H H H H H
H L|L H L|H H L H H H H H
H L{L H H|H H H L H H H H
H L|H L L|H H H H L H H H
H L|H L H|H H H H H L H H
H# L|#H H L|(H H H H H H L H
H L{H H H!/H H H H H H H L
™~ G2 = G2A + G2B H = niveau haut L = niveau bas
X = 5ans_ importance
74HC374 8 bascules D avec sorties 3 états ot oofen
Boitier DIL 20 - Vo 20- GND 10 Hn
CLK——‘> £1
(2]} — C 2
R0 o b v ~—10
L) 5 20
7
30 17 L] 10
an® s ]] @
50113 WAL
L 5119
L ne o
so 118 AL I
Table de vérité _ Entrées Sorties
Pour chaque bascule oc CLK D Q
L 1 H . H
L 1 L L
L L X Qg
M X X z
X = Sans importance
Z = Haute impédance

~-Baccalauréat STI Génie électronique
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4052 Double multiplexeur-démultiplexeur analogique 4 voies

10 0 UXDX
1rwg '

A——Tnnaz

m>
[}

-
-
-
'y

1an

[~ ]
2

an

antréas voie
EN FONCTION

Yoa—2Za; Yon—Zp
Yia=Za; Yia—2Za
Yoa—2Za; Yo —2Za
Yoa~2a; You—2Zp
aucun

)
Boitier DIL 16
Voo 16 - Vee 7

Ves 8

TrTerree m!l
XIxITreror
XIrrre |2

LED rouge Smm

'HLMP-3000

HLMP-3001

Recommandatios: HLMP-3002

20mA sous 1,6V , HLMP-3003

Sortie haute Juminosité: HLMP-3050
2.0 med typique pour HLMP-3000

pE-)
. e
§ o0
En H / o
IF courant ~ / intensité g 150 :
directenmA - lumineuse 3 2
bl rclative S ieln ____/__
Ha o A 1. L
i - . 74
N
HELME-3000/-3001 " 4
T I =T N e w = T
VT tension directe en volts IF courant direct en mA
Figl: courant direct en fonction Fig?: intensité lumineuse relative en fonction
de la tension directe du courant direct
Baccalauréat STI Génie électronique Session 1998
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